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Тенденции развития современных флеш-технологий направлены на 

разработку и производство элементов флеш-памяти высокой плотности 

упаковки. В основе элементов флеш-памяти лежат короткоканальные 

МОП-транзисторы с плавающим затвором. Уменьшение размеров ак-

тивных областей этих транзисторов может привести к увеличению 

плотностей паразитных туннельных токов в элементах флеш-памяти и 

искажению хранящейся в них информации. 

Целью настоящей работы было моделирование методом Монте-

Карло электронных явлений в элементах флеш-памяти на основе МОП-

транзисторов. Алгоритмы моделирования описаны в работах [1; 2]. 

На рисунке в качестве примера полученных результатов приведены  

зависимости вдоль канала МОП-транзистора значений относительной 

величины паразитного туннельного тока, протекающего в элементах 

флеш-памяти при считывании информации в них, и средних значений 

подвижности электронов в канале транзистора при данном режиме.  
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Полученные результаты моделирования позволяют изучить особен-

ности электронных явлений в элементах флеш-памяти в режиме считы-

вания хранящейся в них информации.  
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Рис. Распределения вдоль проводящего канала МОП-транзистора средних зна-

чений относительной плотности туннельного тока (а) и подвижности электронов 

в канале (b) при режиме считывания информации: 1 – напряжение на стоке VD = 

1 В,  2 – VD = 2 В, 3 – VD = 3 В; напряжение на затворе VG = 2 В 
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